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Cw. 1. Badanie odbiornikéw fotoelektrycznych
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1. Wprowadzenie teoretyczne
Z punktu widzenia oceny parametrow promieniowania, fotometria moze by¢ podzielona

na dwie podstawowe kategorie:

» fotometri¢ wizualng, zajmujaca si¢ promieniowaniem widzialnym z zakresu 380 nm —
780 nm i uwzgledniajaca czutos¢ widmowa oka;

» radiometri¢, ktéra zajmuje si¢ catkowitymi parametrami energetycznymi promieniowania
emitowanego przez zréznicowane zrodla.

W obu przypadkach (fotometria wizualna, radiometria) mozliwe jest wyodrebnienie
odpowiadajacych sobie wielkosci, co zestawiono w tablicy 1. Warto nadmieni¢, ze wielkos$ci
charakterystyczne dla zagadnien fotometrii wizualnej powstaja zasadniczo przez analizg
zakresu promieniowania widzialnego oraz wykorzystaniu wspotczynnikow pozwalajacych na
uwzglednienie czuto$ci widmowych oka.

Tab. 1. Zestawienie podstawowych wielkosci radiometrii i fotometrii

Radiometria Fotometria
Strumien energetyczny ®. (Radiant flux), [W] Strumien §wietlny @, (Luminousflux), [Im]
780nm
o, =K, f &, (A)V(A)da
380nm
Natezenie napromieniowania Ee (Irradiance), [W/m?] | Natezenie o$wietlenia Ey (Illuminance), [Ix]
doy,
=T f Lycos(©)dN
2TIST
Natezenie promieniowania I (Radiant intensity), Swiattosé Iy (Luminousintensity), [cd]
[Wisr] . doy,
T dn
Luminancja energetyczna L. (Radiance), [W/m?sr] Luminancja Ly (Luminance), [cd/m?]

Pomiar wymienionych powyzej wielko$ci wymaga stosowania odpowiednich czujnikéw
oraz wykonywania operacji matematycznych. Istnieje do$¢ szeroka gama elementow
wrazliwych na promieniowanie optyczne, dostosowanych do wykorzystania w
zroznicowanych aplikacjach (nie tylko pomiary wielkosci $wietlnych, lecz rowniez np. w
komunikacji $wiatlowodowej). Podstawowy podzial czujnikow $wiatla pozwala na
wyodrebnienie czujnikéw lampowych (fotokomorka, fotopowielacz) oraz
potprzewodnikowych (fotorezystor, fotodioda, fototranzystor, fotoogniwo). W przypadku




Technika Swietlna sem.6 — czes¢ laboratoryjna

czujnikow lampowych wykorzystywane jest zewngtrzne zjawisko fotoelektryczne. We
wszystkich czujnikach potprzewodnikowych wykorzystywany jest wewngtrzny efekt
fotoelektryczny. W niniejszym ¢éwiczeniu wykorzystywane beda jedynie czujniki
polprzewodnikowe.

Efekt fotoelektryczny — podstawa dzialania czujnikow polprzewodnikowych

Wrazliwos¢ fotodetektorow na promieniowanie o okreslonej dilugosci wynika z
podstawowych praw fizyki. Fundamentalng zasadg mechaniki kwantowe;j jest fakt, ze energia
uktadow (kwantowa teoria budowy atomu) nie moze zmienia¢ si¢ w dowolnych granicach,
lecz jest ona skwantowana, co 0znacza, ze moze przyjmowac konkretne, dyskretne wartosci
[3]. W potprzewodnikach, obowigzuje podobna zasada. Wystepuja pasma energetyczne
mogace by¢ w pelni obsadzone elektronami, obsadzone tylko w czes$ci lub w ogole nie
obsadzone. Pasmo o najwyzszej energii obsadzone przez elektrony nazywamy pasmem
walencyjnym. Ponad nim wystepuje pasmo przewodzenia, ktdre obsadzone jest tylko w czgsci.
Pomiedzy tymi pasmami wystepuje przerwa energetyczna zwana pasmem wzbronionym.
Energia tej przerwy energetycznej Eq zawiera si¢ zazwyczaj od utamka — do kilku eV. Na
rysunku 1 pokazano, w uproszczeniu, strukture energetyczng poOtprzewodnika. Warto
zaznaczy¢, ze ten podstawowy trojpoziomowy model nie jest uniwersalny i nie wyjasnia w
petni, czesto skomplikowanych zagadnien fizyki ciata statego.

[ pasmo walencyjne pasmo przewodzenia

pétprzewodnik izolator metal

Rys. 1. Uproszczony model pasm energetycznych w ciatach statych

Przej$cie atomu pomiedzy poszczegdlnymi stanami stacjonarnymi moze zachodzié¢
jedynie w wyniku absorpcji lub emisji energii. Zjawisko zmiany stanu energetycznego okresla
warunek Bohra:

hv =E, — E, 1)

gdzie: h — stata Plancka, E1, E; — energie atomow, v - czestotliwosé

Ten prosty model (rys. 1) moze by¢ wykorzystany do tatwego pokazania, w jaki sposob
$wiatlo oddziatuje z materig. Zaktadamy, Zze foton o energii hv pada na potprzewodnik o
przerwie energetycznej Eq. Jezeli energia fotonu spetnia warunek (2), co odpowiada dtugosci
fali (3), zanika on (anihiluje). Jego energia zostaje jednak wykorzystana do przeniesienia
elektronu z poziomu walencyjnego do pasma przewodzenia. Przy tym przejsciu uzyskiwany
jest nie tylko dodatkowy elektron w pasmie przewodzenia, lecz rowniez miejsce po elektronie
(dziurg) w pasmie walencyjnym.
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hv = E, )
hc
A< % ®)

gdzie: ¢ — predkosé swiatla, 1 — dlugos¢ fali.

Jak wiadomo, dziura zachowuje si¢ jak fadunek dodatni. Liczba tadunkéw wyzwolonych
w zjawisku fotoelektrycznym zalezy bezposrednio od liczby kwantow §wiatla pochtanianych
przez potprzewodnik. Powodujg one wzrost przewodnictwa materiatu potprzewodnikowego i
zmiang jego charakterystyki pragdowo — napigciowej opisanej podstawowym rownaniem diody

(4).
I=1y(exps—1) - s, @)

gdzie: lo — prqgd nasycenia zlgcza p-n generowany cieplnie (prqd ciemny), S — czutos¢ fotoelektryczna,
&, — strumien promieniowania, k — stata Boltzmanna, T — temperatura, U — napiecie elektryczne, e — ladunek
elektronu
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Rys. 2. Generacja pary elektron (e) - dziura (d) Rys. 3. Wzgledna charakterystyka czutosci widmowej oka
przy absorpcji fotonu w materiale (1), wyidealizowanej (2) oraz rzeczywistej (3) czutosci
potprzewodnikowym fotodiody krzemowej

Wytworzone no$niki energii (dziura 1 elektron) moga porusza¢ si¢ w obrgbie
potprzewodnika. Jezeli, na przyktad, w polprzewodniku wystepuje pole elektryczne, to
nos$niki te beda poruszaty si¢ z zasadami przyciggania, w kierunku pola wymuszajacego.
Zasada ta po prostu powoduje powstanie fotopragdu a omawiany element jest fotodioda.
Wartos¢ fotopradu moze by¢ mierzona w zewngtrznym obwodzie.

Mozna zatem stwierdzi¢, ze potprzewodnikowe czujniki $wiatla nie sg tak samo wrazliwe
na roézne dhugosci fal (patrz rys. 3). Teoretyczna wyidealizowana funkcja czutosci tego
rodzaju elementow mogtaby przyjmowac przebieg ,.binarny” (poz. 2 na rys. 3). Fotony o
energiach wigkszych niz szeroko$¢ przerwy pomiedzy pasmem podstawowym i przewodzenia
(2) powinny prowadzi¢ do powstawania par no$nikow elektron — dziura. Jezeli jednak energia
fotonu jest wyzsza niz Eg, jej nadmiar przekazywany jest do elektronu i dziury, nadajac im
pewng energi¢ kinetyczng. Energia ta zostaje szybko wytracona przez niesprezyste zderzenia
z innymi elektronami, powodujagc dodatkowe straty i1 niepotrzebne podgrzewanie materialu
czujnika. Dlatego, w rzeczywistych czujnikach, funkcja czulo$ci charakteryzuje si¢ bardziej
skomplikowang charakterystyka. Czujniki $wiatla charakteryzuja si¢ maksymalng czutoscig



Technika Swietlna sem.6 — czes¢ laboratoryjna

dla fotonéw o energiach rownych szerokosci pasma zabronionego. Dla innych dlugosci fal,
czulo$ci fotoelementdw sag nizsze. Na rysunku 3 (poz. 3) pokazano charakterystyke widmowa
fotodiody krzemowej wraz z czuto$ciag widmowa oka. Jak wida¢, charakterystyki widmowe
polprzewodnikowych czujnikow $wiatta sg przesunigte w kierunku promieniowania
podczerwonego w stosunku do oka ludzkiego. Dlatego, w celu dopasowania tych elementow
do oceny $wiatla widzialnego, czesto wyposaza si¢ je w odpowiednie filtry optyczne i
obrobke sygnatu (zaré6wno analogowa, jak i cyfrowa).

Elektryczne czujniki $wiatta (podobnie jak inne czujniki wielkosci nieelektrycznych)
podzieli¢ mozna na parametryczne i generacyjne. Pierwsza grupe stanowig elementy, ktorych
parametry zmieniajg si¢ w funkcji padajacego strumienia swietlnego. Sg to, m.in. fotorezystor,
fotodioda, fototranzystor. Czujniki generacyjne reaguja wytworzeniem wlasnego sygnatu
(napigcie, prad) w funkcji zmieniajgcego si¢ mierzonego sygnatu $wietlnego (fotoogniwo,
termostos).

Wybrane czujniki $wiatla
- Fotorezystor

W niektorych materiatach jednorodnych przerwa energetyczna jest na tyle niewielka, ze
mozliwe jest bezposrednie pochtanianie fotondw powodujacych przechodzenie elektronow do
pasma przewodzenia. Fakt ten wykorzystuje si¢, migdzy innymi, w fotorezystorach bedacych
czujnikami nie zawierajacymi w swej strukturze ztgcza potprzewodnikowego. Podstawowym
elementem konstrukcji fotorezystora jest warstwa fotoczula umieszczona na podlozu
izolacyjnym (rys. 4a). Migdzy elektrodami istnieje zatem rezystancja Rf, ktorej wartos$¢
zalezy od padajacego strumienia Swietlnego @y (5). Na skutek o$wietlania fotorezystora, jego
rezystancja zmniejsza si¢, co bezposrednio wynika z rosnacej liczny elektronow w pasmie
przewodzenia. Charakterystyka Rs=f(Ev) nie jest jednak liniowa (rys. 4b), podobnie jak
charakterystyka pradowo — napigciowa.
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Rys. 4. Uproszczona konstrukcja fotorvezystora (a) oraz przykiadowe charakterystyki rezystancji w funkcji
natezenia oswietlenia (b)

R(10lx)

n
Rf EI)J/ — Ey R(1001x) (5)

gdzie: R - rezystancja fotorezystora, y - wspotczynnik wzmocnienia

Fotorezystory wykonywane s3, przede wszystkim z:
= siarczku kadmu (CdS) — czutos¢ w zakresie promieniowania widzialnego;
= selenku kadmu (CdSe) — czuto$¢ w zakresie promieniowania podczerwonego.
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- Pomiary fotorezystora

Schemat pomiarowy do badania fotorezystora pokazano na rysunku 5. Sktada si¢ z zrodta
$wiatta o kontrolowanym nate¢zeniu emitowanego promieniowania, referencyjnego miernika
o$wietlenia, zrodta napieciowego, amperomierza, woltomierza oraz badanego fotorezystora.
Stanowisko pozwala na wyznaczenie rezystancji fotorezystora metoda techniczng, w funkcji
natezenia o§wietlenia.

zmienna odlegtos¢ /4
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Rys. 5. Elementy stanowiska do badania fotorezystora
W pierwszej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ charakterystyke rezystancji fotorezystora przy
minimalnym nat¢zeniu o$wietlenia zewnetrznego (ok. 10 1x - rezystancja ciemna) w funkcji

pradu. Wykonujac charakterystyke pradowo — napieciowa przy braku oswietlenia istnieje
mozliwo$¢ okreslenia zakresu pradow, przy ktorych blad wynikajacy z cieplnej generacji par
elektron — dziura jest pomijalny. Jedynie w tym zakresie fotorezystor moze by¢
wykorzystywany w charakterze ,,czujnika swiatla”. Wyniki pomiarow nalezy zestawi¢ w
tablicy nr 2.

Tab. 2. Pomiar rezystancji ciemnej fotorezystora
L.P. uv I, mA R=U/1,Q
1
2

Na podstawie wykonanych pomiardéw (rezystancja ciemna) nalezy zaprezentowaé wykres
R=f(I). Okresli¢ zakres pradow, w ktorych fotorezystor moze by¢ wykorzystywany jako
»czujnik §wiatta”.

Po zakonczeniu pomiaréw rezystancji ,,ciemnej” nalezy przygotowac si¢ do pomiaréw
rezystancji fotorezystora w funkcji zmieniajagcego si¢ natezenia o$wietlenia. Nalezy
wyznaczy¢ warto$ci graniczne (pradu i napigcia) sygnaldw, gwarantujace utrzymanie
odpowiedniej doktadnosci wynikéw. Zmieniajagc wysterowanie zrodta $wiatta nalezy
doprowadzi¢ do utrzymywania natg¢zenia os$wietlenia na poziomie 10 oraz 100 Ix
(wykorzystujgc referencyjny miernik). W tych warunkach nalezy odczytaé wartoSci
rezystancji fotorezystora, korzystajac z metody technicznej (tab. 3). Wyniki sporzadzi¢ dla, co
najmniej dwoch wartosci pradu/napigcia.

Tab. 3. Pomiar rezystancji fotorezystora
CLP Ey, IX RY, I, mA | R=ULQ
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Na podstawie wykonanych badan wyznaczy¢ wspotczynniki wzmocnienia dla zalezno$ci
(5) [wzmocnienie definiowane jako zmiana sygnatu czujnika do zmiany natezenia
oswietlenia]. Kolejne badania fotorezystora wykona¢ w sposob analogiczny do poprzednich,
mierzac metoda techniczna rezystancje w funkcji natezenia o$wietlenia. Wyniki zebra¢ w
tabeli wedtug wzoru tab. 3, zmieniajgc natezenie oswietlenia w zakresie 10 — 2000 Ix. Na
podstawie otrzymanych wynikow nalezy wykresli¢ charakterystyke rezystancji fotorezystora
w funkcji nat¢zenia o$wietlenia. Nalezy réwniez pordwnac rzeczywista charakterystyke, z
teoretyczng, wykre§long na podstawie zaleznosci (5) (w_tym przypadku wykorzystaé
wspotczynnik wyznaczony podczas badan dla 10 i 100 1x).

- Fotodioda

Najprostszym potprzewodnikowym czujnikiem $wiatta wykorzystujacym ztacze p-n jest
fotodioda. Prawda jest, ze kazdy rodzaj ztacza p-n jest elementem wrazliwym na padajace
promieniowanie. Dlatego konstrukcja najprostszej fotodiody odpowiada zwyktej diodzie
prostowniczej, zar6wno pod wzgledem budowy wewngtrznej, jak i charakterystyk pradowo —
napigciowych. Istotna réznica wynika z konieczno$ci ,,dostarczenia” promieniowania w
okolice ztacza fotodiody, co osigga si¢ stosujac przezroczyste lub czesciowo przezroczyste
obudowy (rys. 6).

Rys. 6. Przyktadowy widok (a) oraz konstrukcja fotodiody (b). 1 - material p+; 2 - obszar zlqcza, 3 - materiat
typu n, 4 - materiat n+, 5 - warstwa antyrefleksyjna; 6 - kontakt

Na skutek pochlaniania w ztgczu energii w postaci strumienia swietlnego @, zwigksza si¢
energia elektronow, ktore zajmujg poziomy w pasmie przewodzenia (patrz. Rozdz. 3 — efekt
fotoelektryczny). Zwigkszona liczba tadunkow w pasmie przewodzenia powoduje mozliwos$ci
generacji sygnatu napigciowego lub pragdowego. Istniejg dwie mozliwosci pracy fotodiody:
=  tryb fotoogniwa;
= tryb fotodiody.

Z uwagi na zmiany napigcia wystepujacego na zaciskach diody nie dotaczonej do
obwodow zewngtrznych (niespolaryzowanej), element ten zachowuje si¢ jak fotoogniwo i w
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taki sposob moze by¢ eksploatowany. Mozliwe jest zatem znalezienie korelacji pomig¢dzy
napigciem na zaciskach fotoogniwa lub pradu fotoogniwa w funkcji nat¢zenia padajacego
strumienia $§wietlnego. Tym niemniej, podstawowym obwodem pomiarowym fotodiody jest
uktad, w ktorym spolaryzowana jest ona w kierunku zaporowym.

W warunkach wstecznej polaryzacji, pod wplywem padajacego promieniowania
generowany jest prad wsteczny |r o wartosci proporcjonalnej do padajgcego strumienia Oy,
Prad ten zwany jest réwniez fotopradem. Jego warto$¢ odniesiona do strumienia
promieniowania monochromatycznego ®. o danej dlugosci A nazywana jest czuloscig
fotoelektryczng S(A) (6). Przyktadowe charakterystyki czutosci fotodiod pokazano na rysunku 7.
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Rys. 7. Przyktadowe czutosci fotodiod [5]
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- Pomiary fotodiody

Charakterystyka I = f(U) fotodiody o$wietlonej opisa¢ mozna zaleznoscia typu (4), przy
czym ciemny prad wsteczny lo silnie zalezy od temperatury i podwaja si¢ co ok. 8 K. Przy
maksymalnym os$wietleniu, wartosci pradu fotoelektrycznego osiagaja kilkaset pA.
Niewatpliwa zaletg takiej pracy jest niemal liniowa zalezno$¢ pradu fotoelektrycznego od
natg¢zenia strumienia energetycznego padajacego na ztgcze. Do pomiaréw charakterystyk
fotodiody nalezy wykorzysta¢ uktady pomiarowe wedlug rysunku 8.
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Rys. 8. Ukiady do badania charakterystyk fotodiody

Uktad pomiarowy pokazany schematycznie na rysunku 8a pozwala na pomiar
charakterystyki pradowo - napigciowej fotodiody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia.
W ramach tego eksperymentu nalezy wyznaczy¢ charakterystyki I=f(U) w przypadku braku
oswietlenia oraz przy natezeniu ®@e=100 Ix, 500 Ix oraz 1000 Ix. Nalezy pamigta¢, by prad
fotodiody podczas pomiardéw nie przekraczat warto$ci 100 mA. Wyniki zestawi¢ w tablicy nr 4.

Tab. 4. Pomiary fotodiody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia
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D, Ix U,V Ur, V I, mA P, mW

100

Na podstawie wykonanych pomiaréw nalezy wykresli¢ i porownaé charakterystyki I=f(U)
oraz P=f(I) diody. Na tej podstawie okre§li¢ maksymalny prad powodujacy
samopodgrzewanie diody, wplywajacy na jej czutos¢. Dodatkowo nalezy wyznaczy¢ czuto$é
"napigciowq" 1 "pradowq" fotodiody, okreslajac wzrost mierzonych parametréw (napigcia lub
pradu) w zaleznos$ci od natezenia padajgcego promieniowania.

Zdecydowanie czgséciej fotodioda wykorzystywana jest w warunkach polaryzacji
zaporowej (rys. 8b). Badania statyczne dla tego przypadku nalezy wykona¢ w nastepujacych
cyklach:

a) charakterystyka I=f(U) diody spolaryzowanej zaporowo przy statym o$wietleniu;
b) charakterystyka I=f(®e) diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym przy stalym
napieciu.

W przypadku charakterystyki (a), po spolaryzowaniu diody w kierunku zaporowym,
ustawi¢ zrodto Swiatta na warto$¢ ®ena stalg warto$¢ z zakresu 100 — 1000 Ix (podobnie jak
w przypadku badan fotodiody spolaryzowanej w kierunku przewodzenia). Zmieniajac
wartosci napiecia zrodta w zakresie 0,5 — 10 V (z krokiem 0,2 V) odczytywaé warto$¢ pradu
plynacego przez diode. Wyniki zestawi¢ w tabeli wedtug tab. 5.

Tab. 5. Zestaw parametr6w potrzebnych do wyznaczenia charakterystyki fotodiody

L.P. U,V Uo, V lo, MA D, Ix R, Q

1

2

Po spolaryzowaniu diody w kierunku zaporowym nalezy dodatkowo wyznaczy¢
charakterystyke napiecia Uo proporcjonalnego do pradu fotodiody w funkcji natezenia
o$wietlenia. Na tej postawie nalezy wyliczy¢ charakterystyke czutosci fotodiody wedtug
zalezno$ci (6) [przy stosowaniu zrodia pradowego, zamiast Iy w tej zaleznosci podstawic
nalezy warto$¢ napigcia]. Wyniki zestawi¢ w tablicy wedtug tab. 6. Przy pomiarach nalezy
ustawi¢ statg warto$¢ napiecia na zewnetrznym zrodle. Warto$¢ ta powinna by¢ dobrana w
oparciu o pomiary wykonane w czesci (a), w taki sposdb, by zagwarantowana byta liniowa
zaleznos$¢ pradu od strumienia Swietlnego. Wartosci natezenia o§wietlenia zmienia¢ od 0 do

1000 Ix.
Tab. 6. Zestaw parametréw do pomiaru charakterystyki I=f(®¢) fotodiody

LP. De, IX R, Q Uo, V S

1

2
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3. Sprawozdanie
W sprawozdaniu nalezy poda¢ nastepujace informacje:
— poda¢ zwiezty opis podstaw dziatania badanych czujnikéw $wiatla;
— zrealizowac wszystkie zadania opisane w rozdziale4 oraz wskazane przez prowadzacego;
— okresli¢ przyczyny odmiennosci charakterystyk rzeczywistych od teoretycznych;
— poda¢ wnioski i spostrzezenia.

4. Pytania weryfikacyjne
—  Opisz podstawowe wielko$ci radiometrii i fotometrii
Patrz tab. 1.

— Scharakteryzuj podstawy fizyczne efektu fotoelektrycznego

Model pasm energetycznych (rys. 1) moze by¢ wykorzystany do tatwego pokazania, w
jaki sposob $wiatlo oddzialuje z materig. Zakladamy, ze foton o energii hv pada na
poOtprzewodnik o przerwie energetycznej Eg. Jezeli energia fotonu jest wicksza niz przerwa,
zanika on (anihiluje). Jego energia zostaje jednak wykorzystana do przeniesienia elektronu z
poziomu walencyjnego do pasma przewodzenia. Przy tym przej$ciu uzyskiwany jest nie tylko
dodatkowy elektron w pasmie przewodzenia, lecz rowniez miejsce po elektronie (dziurg) w
pasmie walencyjnym. Wytworzone nosniki energii (dziura i elektron) mogg poruszaé si¢ w
obrebie potprzewodnika.

—  Opisz podstawowe uktady pracy fotodiody
Istnieja dwa podstawowe uktady pracy fotodiody:
= tryb fotoogniwa;

= tryb fotodiody.

Z uwagl na zmiany napiecia wystepujacego na zaciskach diody nie dotaczonej do
obwodow zewnetrznych (niespolaryzowanej), element ten zachowuje si¢ jak fotoogniwo 1 w
taki sposdb moze by¢ eksploatowany. Mozliwe jest zatem znalezienie korelacji pomig¢dzy
napieciem na zaciskach fotoogniwa lub pradu fotoogniwa w funkcji nat¢zenia padajacego
strumienia $wietlnego. Tym niemniej, podstawowym obwodem pomiarowym fotodiody jest
uktad, w ktérym spolaryzowana jest ona w kierunku zaporowym.

—  Scharakteryzuj czynniki wptywajace na parametry pracy fotodiody
Charakterystyki wyjsciowe fotodiody zaleza, migdzy innymi od:

e Natgzenia padajagcego promieniowania;

e Rozktadu widmowego promieniowania.

e Temperatury (cieplna generacja noSmikow energii);

e Polaryzacji fotodiody;

e Wielkosci aktywnej powierzchni fotodiody;

e Pradu ptynacego przez zlacze.

—  Opisz czynniki wplywajace na czuto$¢ fotorezystora
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Podstawowym elementem konstrukcji fotorezystora jest warstwa fotoczuta umieszczona na

podtozu izolacyjnym. Warto$¢ rexzytstancji tej warstwy zalezy od padajacego strumienia
swietlnego. Na skutek o§wietlania fotorezystora, jego rezystancja zmniejsza si¢, co

bezposrednio wynika z rosnacej liczny elektrondw w pasmie przewodzenia. Czutos¢
fotorezystaora zalezy, miedzy innymi od:

(1
[2]
(3]
[4]
(5]

Nate¢zenia padajgcego promieniowania;

Temperatury (cieplna generacja no§mikéw energii);

Pradu ptynacego przez fotorezystor (efekt samopodgrzewania);
Wielkosci aktywnej powierzchni fotorezystora;

Rozktadu widmowego promieniowania.
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